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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il
refléte bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a
P’établissement des éditions révisées et aux mises a jour
peuvent &tre obtenus auprés des Comités nationaux de
la CEI et en consultant les documents ci-dessous:
© Bulletin de 1a CEI

Publié trimestriellement

@ Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@ Catalogue des publications de lIa CEX

Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant
4 la présente publication, ou dans la Publication 147-0
de la CEL

En ce qui concerne la terminologie génér e, leNecte

défini, l'index général étant publié sépar
détails complets sur le V.E,
demande.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that the
contents reflect current technology.

Information on the work of revision, the issue of
revised editions and amendment sheets may be obtained
from IEC National Committees and from the following
IEC sources:

® IEC Bulletin
Published quarterly

® Report on IEC Ac

Publication/50: International Electrotechnical Vocabulary
(I.E.V .}, which is issued in the form of separate chapters
ach dealing with a specific field, the General Index being
lished as a separate booklet. Full details of the I.E.V.
will be supplied on request.

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included
in this publication.

The complete series of graphical symbols approved by
the IEC is given in IEC Publication 117.

The letter symbols for semiconductor devices and
integrated microcircuits are contained in 1EC Publi-
cation 148.

Letter symbols and other signs approved by the IEC
are contained in 1EC Publication 27,
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX
DES METHODES DE MESURE

Premiére partie: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

PREAMBULE

2

3)

La présente publication
intégrés.

La présente publi
effet de champ.

Le projet pringi q eati Central)253, qui traite des diodes pour signaux de faible puissance, des diodes
de référenee Stdes\diodes rég ses de tension, ainsi que des transistors bipolaires, et qui comprend de nombreux documents

Afrique du Sud Japon

Allemagne Pays-Bas

Australic Portugal

Belgique Roumanie

Canada Royaume-Uni

Danemark Suede

Etats-Unis d’Amérique Suisse

France Tchécoslovaquie

Iran Turquie

Italie Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Dans ce projet, un paragraphe concernant les paramétres s des transistors bipolaires a été inséré. Il résulte de travaux
commencés 2 Padoue en 1967. Un projet, document 47(Bureau Central)372, a ét¢ soumis aux Comités nationaux pour
approbation suivant la Régle des Six Mois en juin 1971.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 1: Essential ratings and characteristics

FOREWORD

2) They have the form of recommendations for international use and they“are acCe
sense.

3) In order to promote mternatlonal umﬁcatlon, the IEC expresses the w

indicated in the latter.

This publication has been prepared i smi b47, Semiconductor Devices and Integrated Circuits.

It constitutes a generalnyecommendatie a ings and Characteristics of Semiconductor Devices. Part 2
of the recommendatio Wi e e inciples 0f Measuring Methods, is issued as IEC Publication 147-2.

explicitly in favour of publication of this draft:

Australia Netherlands

Belgium Portugal

Canada Romania

Czechoslovakia South Africa

Denmark Sweden

France Switzerland

Germany Turkey

Iran Union of Soviet Socialist Republics
Italy United Kingdom

Japan United States of America

In this draft, a sub-clause dealing with scattering parameters of bipolar transistors is inserted. It results from work started
in Padua in 1967. A draft, document 47(Central Offic€)372, was submitted to National Committees for approval under the
Six Months’ Rule in June 1971.
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Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de ce projet:

Afrique du Sud Italie
Allemagne Japon

Australie Pays-Bas
Belgique Portugal
Canada : Roumanie
Danemark Royaume-Uni
Etats-Unis d’Amérique Suede

Finlande Suisse

France Tchécoslovaquie
Isral Turquie

Le Comité national de 'URSS a voté contre la publication de ce dernier projet.

La partie relative aux transistors & effet de champ résulte de travaux qui ont débuté & Tokyo en 1965 et, pour le
paragraphe 3.6, & Londres en 1968. Deux projets, documents 47(Bureau Central)256 et 371

ant été soumis pour appro-
bation aux Comités nationaux en juillet 1969 et en juin 1971.

Les pays suivants se sont prononcés en faveur de la publication compléte ou partielle d
a effet de champ:

ant les transistors

Afrique du Sud
Allemagne

Australie

Belgique

Canada

Danemark

Etats-Unis d’Amérique
Finlande
Israél
Italie
Japon

Le Comité national frangais a voté contre la_pu 10N\

@@

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-11972


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-1-1972
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-1-1972

—9

The following countries voted explicitly in favour of publication of this draft:

Australia
Belgium
Canada
Czechoslovakia
Denmark
Finland

France
Germany
Israel

Italy

Japan

Netherlands

Portugal

Romania

South Africa

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States of America

The U.S.S.R. National Committee voted against publication of this latter draft.

The part dealing with field-effect transistors results from the work started in Tokyo in 1965 and, for Sub-clause 3.6, in
London in 1968. Two drafts, documents 47(Central Office)256 and 371, were submitted to National Committees for

approval under the Six Months’ Rule in July 1969 and June 1971.

The following countries voted explicitly in favour of complete or partial publication of the drafts

transistors:

Australia
Belgium
Canada
Czechoslovakia
Denmark
Finland
Germany
Israel

Italy

Japan
Netherlands

The French National Committee voted against puh

Full document details: IEC 60147-11972

ith field-effect

Poland
Portugal
Romania
South Africa
Sweden
Switzerland
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The following countries voted explicitly in favour of publication of this draft:

The U.S.S.R. National Committee voted against publication of this latter draft.

Australia
Belgium
Canada
Czechoslovakia
Denmark
Finland

France
Germany
Israel

Italy

—9

Japan
Netherlands
Portugal
Romania
South Africa
Sweden
Switzerland
Turkey

United Kingdom
United States of America

The part dealing with field-effect transistors results from the work started in Tokyo in 1965 and, for Sub-clause 3.6, in
London in 1968. Two drafts, documents 47(Central Office)256 and 371, were submitted to National Committees for
approval under the Six Months’ Rule in July 1969 and June 1971.

The following countries voted explicitly in favour of complete or partial publication of the ¢

transistors:
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Israel

Italy

Japan
Netherlands
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Romania
South Afric;
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¥ith field-effect

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-1-1972
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-1-1972

—_— 10 —

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX
DES METHODES DE MESURE

Premiére partie: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

GENERALITES

La présente recommandation doit étre lue en association avec la Publieation 147-0 de la CEIL.

1. Domaine d’application

Cette recommandation fournit, pour chaque type de dispositi
des valeurs limites et des caractéristiques essentielles que doit

supplémentaires.

2. Introduction

qui constituent généralement 1¢
son produit dans un but com

Pour chaque de di iifs, sthmandations pour les valeurs limites essentielles sont
d’abo@)n < i S r les caractéristiques et/ou toute autre information néces-

ej\tragsactions
propoition de dispositifs ayant des valeurs de caracterlsthue a lexterleur des limites

J

accepte dg dispositifs se trouve a l extérieur des limites données.

Quand des valeurs typiques sont exigées dans ces recommandations, elles doivent &tre interpré-
tées en tant que valeurs guides et non comme des valeurs garanties.

Dans cette publication et les suivantes, les transistors bipolaires sont classés selon leur
application, par exemple: types de faible puissance, de commutation, etc. La plupart des
paramétres donnés pour les transistors concernent des transistors triodes a jonctions, mais presque
tous les paramétres sont applicables aux autres types de transistors a jonctions, par exemple les
tétrodes. Les transistors a pointes n’ont pas ét¢ inclus.

Les dispositifs & semiconducteurs doivent &tre spécifiés soit comme dispositifs & température
ambiante spécifiée, soit comme dispositifs & température de boitier spécifiée, soit a la fois comme
dispositifs & température ambiante et & température de boitier spécifices.
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ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 1: Essential ratings and characteristics

GENERAL

This recommendation must be read in conjunction with IEC Publication

1. Scope
This recommendation provides, for each type of semiconductor devi S gtings
and characteristics which should be supplied by any manufacturet~whea d sc'bing is'p oduct.

uMich generally constitute the
his product for general sale.

Such mett ds allow a statistical probablhty of an agreed percentage of devices falling outside the
stated limits.

When typical values are required in these recommendations, it should be understood that
they are intended for engineering guidance and not guaranteed values.

In this and subsequent publications, bipolar transistors are classified according to their appli-
cation, e.g. low-power types, switching types, etc. For transistors, most of the parameters given are
with reference to junction triode transistors, but nearly all the parameters are applicable to other
types of junction transistors, e.g. tetrodes. Point contact transistors have not been included.

Semiconductor devices must be specified either as ambient rated, case rated or both ambient
and case rated devices. -
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CHAPITRE I — DIODES A SEMICONDUCTEURS

SECTION UN — DIODES POUR SIGNAUX DE FAIBLE PUISSANCE
(Y COMPRIS LES DIODES DE COMMUTATION)

1. Généralités

Les informations données dans cette section ne couvrent pas les diodes congues pour fonctionner
a des fréquences au-dela de quelques centaines de MHz. Les diodes pour signaux de faible puis-
sance peuvent étre spécifiées soit comme des dispositifs a température ambiante spécifiée, soit
comme des dispositifs & température de boitier spécifiée soit, s’il y a lieu, pour les deux conditions
a la fois.

2. Valeurs limites

Les valeurs limites suivantes doivent étre indiquées:

2.1 Températures
2.1.1 Domaine de températures de fonctionnement.

2.1.2  Domaine de températures de stockage.

2.2 Tensions et courants

exemple: courant direct, tensio
devra &tre indiquée.

2.2.1 Tension inverse continue maxi

2.2.2 Tension inverse
commutation

2.2.3 Courant direct conti
2.2.4 A lex
spécifiéey

2.2.5

2.3 ipa¥ion\de “pdissance (s’il y a lieu)
Dissipationt de puissance maximale en fonction de la température, ou
Résistance thermique maximale entre la jonction et le boitier, ou la jonction et Pambiance,
température virtuelle (équivalente) maximale de la jonction et valeur maximale de la dissipation
de puissance.
Toutes les exigences spéciales en relation avec les conditions de ventilation et/ou de montage
seront spécifiées.
3. Caractéristiques

Les paramétres suivants doivent étre indiqués. Les valeurs doivent étre indiquées pour une
des tensions et/ou pour un des courants choisis dans la liste de la Publication 147-0 de la CEI,
paragraphe 3.5,
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CHAPTER I — SEMICONDUCTOR DIODES

SECTION ONE — LOW-POWER SIGNAL DIODES
(INCLUDING SWITCHING DIODES)

1. General

The provisions of this section are not intended to cover diodes designed to operate at frequencies
above several hundred MHz. Low-power signal diodes should be specified as ambient rated or
case rated devices or, where appropriate, as both.

2. Ratings (limiting values)
The following ratings should be stated:
2.1 Temperatures

2.1.1 Range of operating temperatures.

2.1.2 Range of storage temperatures.

2.2 Voltages and currents

221

2.2.2 Maximum peak reveyse ¥oltagea

2.2.3  Maximum contin

2.2.4 Excluding®h
2.2.5
2.3
Maximum thermal resistance junction to case or junction to ambient, maximum virtual (equi-
valent) junction temperature and maximum value of power dissipation.
Any special requirements for ventilation and/or mounting shall be specified.
3. Characteristics

The following parameters shall be stated. The values shall be stated at one of the voltages
and/or currents taken from the list in IEC Publication 147-0, Sub-clause 3.5.
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3.1 Courant inverse

Valeur maximale, pour la valeur limite spécifiée de la tension inverse continue et pour une
faible tension inverse, a 25 °C et & une température plus élevée choisie dans la liste de la Publica-
tion 147-0 de la CEI, paragraphe 3.4.

32 Tension directe

Valeur maximale, pour la valeur limite spécifiée du courant direct continu a 25 °C.

Valeur minimale, pour une faible valeur du courant direct continu a 25 °C.

33 Capacité

Valeur maximale pour une faible valeur de la tension inverse spécifiée a 25 °C; la fréquence
doit étre suffisamment faible pour que les effets secondaires soient négligeables.

3.4 Parameétres de commutation
Pour les diodes spécifices pour les applications en commutatioh’ fe ictéuistiques suivantes
doivent étre indiquées a 25 °C:

3.4.1 Soit: a) Charge recouvrée

Valeur maximale pour des conditions spée
spécifiées de circuit en inverse.

Soit: b) Temps de recouvrement inverse
@ée ng/peut étre indiquée (paragraphe
emps e recoyvrement inverse doit alors €tre indi-
t direct spécifié par application d’une
et pour des conditions de circuit spécifiées.

Valeur minimale & 25 °C et pour des conditions de polarisation spécifiées. Les condi-
tions du circuit et la fréquence de mesure doivent également &tre spécifiées.

Cette caractéristique est généralement indiquée pour les détecteurs R.F. 4 fort niveau.

soit: b) Rendement de détection en puissance

Valeur minimale dans des conditions de polarisation spécifiées a 25 °C et & une tempé-
rature plus élevée choisie dans la liste de la Publication 147-0 de la CEI, paragraphe 3.4.
Les conditions de circuit et la fréquence de mesure doivent également étre spécifices.

Cette caractéristique est généralement indiquée pour des détecteurs R.F. & faible
niveau.
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3.1 Reverse current

Maximum value at the rated maximum continuous (direct) reverse voltage and at a low value
of reverse voltage at 25 °C and one higher temperature taken from the list in IEC Publication 147-0,
Sub-clause 3.4.

3.2 Forward voltage
Maximum value at the rated maximum continuous (direct) forward current at 25 °C.

Minimum value at low value of continuous (direct) forward current at 25 °C.

3.3 Capacitance

Maximum value at specified low value of reverse voltage at 25 °C; the frequency must be below
that where complicating secondary effects are significant.

34 Switching parameters

For diodes specified for use in switching applications, the followifig\characteris st be
stated at 25 °C:

3.4.1 CEither: a) Recovered charge

circuit conditions.

or: b) Reverse recovery time

34.2

3.4.3

3.5

Either: a) De

Minimum value at 25 °C and at specified bias conditions. The circuit conditions
and the frequency of measurement must also be specified.

ecfor voltage efficiency

This characteristic is usually stated for high level r.f. detectors.

or:  b) Detector power efficiency

Minimum value under specified bias conditions at 25 °C and at one higher tempera-
ture taken from the list in I E C Publication 147-0, Sub-clause 3.4, The circuit conditions
and the frequency of measurement must also be specified.

This characteristic is usually stated for low level r.f. detectors.
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3.6 Bruit (s’il y a lieu)

Valeur maximale de la tension ou du courant de bruit, selon que la diode est respectivement
polarisée en direct ou en inverse.

4, Données d’applications
A T'étude.

SECTION DEUX — DIODES DE TENSION DE REFERENCE
ET DIODES REGULATRICES DE TENSION

1. Généralités

2. Valeurs limites

Les valeurs limites suivantes doivent étre i

2.1 Températures
2.1.1 Domaine de températures de Yonctiqnne

2.1.2  Domaine de températures de s

2.2 Courants

dance devral
2.2.1 Courﬁ;n

claquage {
2.2.2

2.3

températufe virtuelle (équivalente) maximale de la jonction et valeur maximale de la dissipation
de puissance.

Toutes les exigences spéciales en relation avec les conditions de ventilation et/ou de montage
seront spécifiées.

3. Caractéristiques

3.1 Généralités

Les caractéristiques devront étre indiquées a 25 °C et, s’il y a lieu, & une autre température
spécifiée, choisie dans la liste de la Publication 147-0 de la CEI, paragraphe 3.4.
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3.6 Noise (where appropriate)

Maximum value of noise voltage or current, depending respectively on whether the diode is
forward or reverse biased.

4. Application data

Under consideration.

SECTION TWO — VOLTAGE REFERENCE AND VOLTAGE REGULATOR DIODES

1. General

Voltage reference and voltage regulator diodes should be specified
case rated devices or, where appropriate, as both.

2. Ratings (limiting values)

The following ratings shall be stated:

2.1 Temperatures
2.1.1 Range of operating temperatures.

2.1.2  Range of storage temperatures.

2.2 Currents

These ratings
tures. Where sug

Maximum@ iy

2.2.1
2.2.2
2.3
valent) junction temperature and maximum value of power dissipation.
Any special requirements for ventilation and/or mounting shall be specified.
3. Characteristics
31 General

Characteristics shall be stated at 25 °C and, where appropriate, at one other specified tempera-
ture, taken from the list in IEC Publication 147-0, Sub-clause 3.4.
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32 Tension de régulation
Valeurs nominale, minimale et maximale, pour un courant spécifié dans ’échelle 1, 2, 5.
Pour les diodes de tension de référence fonctionnant dans le mode de claquage inverse, les
valeurs préférées pour les tensions nominales ainsi que leurs limites respectives sont données dans
la Publication 147-0 de la CEI.
3.3 Résistance différentielle
3.3.1 Valeur maximale pour le courant spécifié au paragraphe 3.2.

3.3.2  Valeur maximale pour un courant de fonctionnement minimal recommandé.

34 Cocfficient de température de la tension de régulation

Valeurs minimale et maximale (% par degré C) pour le courant s
Si ce coefficient varie de fagcon importante avec la température, Je

ariatiom\doit &étre indiquée
et les températures pour lesquelles on effectue les mesures doiven i

a 7 z

ctre specyiees:

3.5 Capacité de la jonction (s’il y a lieu)

3.6 Courant inverse

Valeur maximale pour une tension spécifiég i

3.7 Tension directe (pour les diodes

Valeur typique ou valeur »
manent.
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